
水素エネルギーシステムVo1.36，No.4 (2011) 資料

製鉄所の副生水素など
のオフサイト水素製造

電気 …抑制令

水 --砂

オンサイト水素発生装置

第 136固定例研究会 資料羽

オンサイト水素発生装置の電極技術

水素エネルギー協会第136固定例研究会

平成23年10月7日

(欄パンテック開発室

主任研究員鈴木友也

-半導体製造工場

・燃料電池研究施設
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水を媒体とした

エネルギーの循環
⑥⑥  

オンサイト水素発生装置は3-5年で設備投資コストを回収できる。 電気 [ 
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• 71<素単価低減
水紫綬{蔀{￥h、.}::.{~二シャ jレ議。ランニング費

イニシャル費=装置コスト/寿命

ランニング費=水素原単位(m3/kWh) 電気代+メンテナンス費

r 再生可能エネルギーと組み合わせるシステムの場合、

電気代はかからないが、装置コストが非常に大きくなる。

=争義懇話強化と主主幾E霊感銭滋識が重要

-電力変動

コエネルギーJ心yファで、の電力安定化技術

=今電力変動に対し、耐食性の高い電極の開発
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従来【Ni系電極】

=今4-5年で表面がボロボロ

司水素原単位が7kWh/m3程度
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.NトW・SNo1，2はNi-Sより水素過電圧が小さい。また、交換電流密度が高くなった0

・Ni・W-SNo1は48時間の電解後、活性が非常に良くなった。
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NトP1 司酸化皮膜の形成速度が遅い。酸化皮膜の増加傾向は小さい。

NトP2=辛酸化皮膜の形成速度が速く、酸化皮膜の増加傾向も小さい。
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1) Fumio HINE， Masaki YASUDA， Masahide WATANABE; DENKIι4GAKU， 47， No.7 (1979) 

2) Summary of Lecture of the 1l8-th Meeting， I-A21 (The Surface Fini8hing Society of Japan， 2008) 
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-アノード電極にNi-Pアモルファスめっきを使用することで、酸
化皮膜の成形速度が速くなり、耐食性が向上する。

・力ソード電極lこNi-W-Sアモルファスめっきを使用することで、

水素過電圧及び交換電流密度が改善される。

4ユ
-実際の電解槽で耐久性と水素原単位を確認

電力変動に対する耐久性を確認

V鍔絡す震怒
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